
 

課題番号 ：F-17-FA-0009  

利用形態 ：機器利用 

利用課題名（日本語） ：３次元パワーSupply on Chipのプロセス技術の開発 

Program Title(English) ：Development of process technology for 3D power supply on chip 

利用者名（日本語） ：日浦健伍、小野晃太、松本聡  

Username(English) ：K. Hiura, K. Ono, and S. Matsumoto  

所属名（日本語） ：九州工業大学大学院工学府電気電子工学専攻 

Affiliation(English) ：Department of Electrical engineering, Graduate School of Kyushu Institute of 

                         Technology 

キーワード／Keyword    ：膜加工・エッチング、３次元実装、ノイズ遮蔽層、DC-DC コンバータ 

 

１．概要（Summary） 

 電源の究極の小型化

が 実 現 で る パ ワ ー

SoC(Supply on Chip; 

LSI, パワーデバイス、

インダクタやキャパシタ

などのパッシブ部品を１

チップに集積)が注目を

集めている [1]。パワー 

SoC では電源の究極の

小型化が可能な反面、  Fig. 1 3D power SoC[2] 

30 MHz レベルの高周波スイッチングが要求されるため

寄生インピーダンスの低減が重要課題となる。我々の研

究グループではパワーSoC に用いる各種デバイスを３次

元に積層した３次元パワーSoC(Fig. １)を提案した[2]。 

３次元パワーSoCでは各種アクティブデバイスが積層され

るため、ノイズの遮蔽が重要課題となる。本研究ではノイ

ズ遮蔽層を 3次元パワーSoCに組み込むためのプロセス

技術の開発を進めた結果について報告する。 

２．実験（Experimental） 

【利用した主な装置】  リアクティブイオンエッチャー、ス

テッパ、プラズマ CVD、スパッタ、酸化炉等 

【実験方法】 

 Si基板上に絶縁膜としてプラスマCVD酸化膜を堆積し

た後、ノイズ遮蔽層を形成し、ノイズ遮蔽層上に原子層堆

積装置で絶縁膜を２種類（絶縁膜 A,B）、また p-CVD 装

置で絶縁膜２種類（絶縁膜 C,D）を堆積した。その後、こ

れらの絶縁膜にコンタクトホールを形成した後、金属

(a,b,c)をスパッタまた蒸着により堆積した。 

 

 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

 Table 1 に各種絶縁膜のプロセスへの適用の可否を検

討した結果を示す。 

Table I Applicability for 3D stacking process. 

A B C D 

Y Y NG NG 

Y: possible NG: Impossible 

 上記絶縁膜 A を用いてコンタクトホールを窓開後、

金属電極を堆積してプロセスへの適用の可否を検討

した結果を Table IIに示す。 

Table II Applicability for 3D stacking process. 

a b c 

Y NG NG 

Y: possible NG: Impossible 

 金属aのみプロセスへの導入が可能であった。絶縁膜B

においても同様の結果が得られた。 
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